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Leistungsschalttransistoren SU 167 und SU 169

LUTZ EHRHARDT
Mitteilung aus dem VEB Gleichrichterwerk Stohnsdort

Die Transistoren SU 167 und. SU 169 sind als Si-npn-Lei-
stungsschaltransitoren im TO-3-Gehduse vorrangig i den

giiltig fiir den

Einsatz als L bei hohen vor- suie  sue
gesehen. Ihre besonderen Merkmale sind ek Basiaa s eV o0 3
~ hohe Strom- und Spannungsbelastbarkeit Kollektor-Emitterspannung U, in 00 s
~ kurze Schaltzeiten des Kollektorstromes Keliskictstiom: . in oo
—groBe elektrische Zuverldssigkeit. Kl fton o i 5
Die nachstehend genannten wichtigsten Daten aus dem Bosisspitzenstrom Iyu in A 50
und dem negativer Basistrom Iy in A 01

wie auch alle nichtgenannten, wurden ouf der Grundlage ol U moloansvom Zlu i 4o
des Standards TGL 24247, Transistoren, Allgemeine Tech- Gesomtverlusi 0 Pros i
nische Bedingungen, festgelegt. baf s 10,

. s ” 3 Spevu:mch\l-mpemmr #inC 150
Eine sichere und konomische Projektierung von Halblei- ikl el 2
terschaltungen setzt eine hinreichend genaue Kenntnis der L
verwendeten Halbleiterbouelemente voraus. Hierzu  sind
ferner folgende technische Unterlagen erforderlich: Allgemeine Einbau- und L hrif:
TGL32377/01 bis 04 Bauelemente der Elektronik palia ded VER
TGL 37518 Erzeugnisstandard SU 167/169 N

Informationsblatt zum Erzeugni Abmessungen und AnschluBbelegung (Bild 1)
standard SU 167/169 Gehéuse galvanisch verzinntes
Diese Unterlagen werden ergénzt durch: Metallgehéuse
Bauform et (TGL 11811)
Kennwerte, bei ¢/, 5°C —5K SU169 SU167 Masse =
TGL 37518
e e e s T Léteigenschaften, mechanische Festigkeit und Klimatische
Ui = a0V = <1 Bestéindigkeit

Kollekior-Emitter-Durchbruchspannung Létbedingungen TGL 24247
b < 5 Létbarkeit der Anschliisse TGL 200-0053/02
Fha s SR Die Anschliisse der Transistoren sind fiir Schwallstung nicht
Uanonso in v vorgesshen|

bkl =10 mA >80 Schwingungsfestigkeit FA 500-0,75/10-6
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung StoBfestigkeit Eb 6-15-8000
Uctaas in korsiants BeschiourtEung 490 ms

bei I = 80A, Iy = Zugfestigkeit der Anschiisse 5N
Basis Emitter-Sattigungsspannung schneller Temperaturwechsel —50..450 °C
Ubiae in V feuchte Warme

balle =808 i=pal s22 TGL 9206/01, Ca 21 Tage

Kol Basi-Olichsromyechtlins be
5

i U , e = S5
Resli ot il tin s
bei I A <10
Speichosit dos Bilekisrus s 14
bei 1o = 8, —ly =25 <40
<1

Eine Torsionsbeanspruchung der Anschliisse ist nicht zulds-
sig. Sie diirfen jedoch dreimal um 20° gebogen werden
Dabei ist dos Gehduse vor Biege- und Zugbeanspruchung
2u schiitzen

Zusétzliche Informationen fiir die Anwendung dieser Tran-
sistoren enthalten die Bilder 2 bis 11
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2s5°C
2 Bild 3: Pryy baw Iy = 1(2,)
Bild 45 by = 1(1c), typischer Verlaut
: o Bild 5: Ucgwuy = 1), typischer Verlauf
Bild 6: Uy o0 = Fll), typischer Verlout
3 = Gs), trpi
8 Il o Bild 7: Ucpa = HRag)
il =S| Rinse
T Bild 9: teng = H0)
s izt . 1410: 3 = F{1), typischer Verlaut
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Bild 11: C; = 1(Ucy), typischer Verlaut




